


Fig. 2．ハイブリッド型温度センサのデバイス構造と回路構成

ディスプレイ集積化温度センサ
薄膜トランジスタは，液晶ディスプレイ・有機ELディスプレイ・電子ペーパーといったフラットパネルディスプ
レイに広く用いられている．液晶素子の表示特性や有機EL素子の経時劣化には温度依存性があるため，温度測定と
駆動条件制御でそれらを補償することが必要である．パネル面内温度分布まで補償するためには，複数個所での温度
測定が要求される．そこで，薄膜トランジスタを用いたディスプレイに集積化した温度センサが有用である．薄膜ト
ランジスタはもともとフラットパネルディスプレイに一括作製されているため，複数個所の温度センサを集積化して
もコスト高の懸念はない．
我々は，フラットパネルディスプレイに十分な0.5℃程度の温度感度を確認した．すなわちほぼ目的を達成しつつ
あるといえる．その成果は論文5)・国際会議6-8)にて積極的に発表している．

Fig. 3．ハイブリッド型温度センサの温度依存性

5) M. Kimura, et al., IEEE J. Electron Device Society, vol. 2, pp. 182, 2014.
6) M. Kimura, et al., SID ’14, pp. 952.
7) M. Kimura, CMOSET 2014.
8) M. Kimura, et al., IDW ’14, pp. 1549.

温度エリアセンサ
薄膜トランジスタは，大面積・低温・低コストで形成できるため，温度エリアセンサの実現が可能である．プラス
ティック基板を使うことで，フレキシブルシートにすることもできる．温度エリアセンサとしては，赤外線サーモグ
ラフィがあるが，薄膜トランジスタを用いた温度エリアセンサであれば，見通すことのできない遮ṭ部分であっても
温度分布計測が可能である．具体的な応用例は今後の検討事項であるが，このような特長を持つ唯一無二の温度エリ
アセンサとなる． 2年目にはその実現を目指す．

2年目には，新たな設計・シミュレーション・試作・動作確認を行う．ハイブリッド型温度センサの回路構成は全
画素に内蔵するには複雑すぎるので，Tsens のみ全画素に内蔵し，アクティブマトリクス回路で面状配置したTsens
にアクセスできるようにしたうえで，リングオシレータ部は周辺ドライバに内蔵する．
なお，現在のハイブリット型温度センサは，発振出力のパルス幅が短時間であり，それでもディスプレイ集積化温
度センサへの応用に関しては問題ないが，温度エリアセンサへの応用に関しては，寄生素子やノイズの影響を受けや
すくなるため，問題となる可能性がある．そこで，発振出力のパルス幅を伸長できるHalf-duty 回路構成を考案し，
試作・評価を行う予定である．

Fig. 4．温度エリアセンサの回路構成
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